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一、單選題：每題 4%，計 100% 注意：答案卡座號劃記錯誤，扣 5 分

1.【 】如圖 1所示之電晶體電路，VCC= 8V，RC= 1kΩ，β = 100，假設 VBE= 0V，若欲將 Q 點（工作點）置於負載線之中

點，則 RB之值應為何？ (A) 100kΩ (B) 200kΩ (C) 300kΩ (D) 400kΩ

圖 1 圖 2

2.【 】如圖 2所示之電晶體電路，VBE= 0.7 V，電晶體β = 80，若正弦波輸入電壓 Vi 的平均值為零，且電晶體操作於主動

區，則正弦波輸出電壓 Vo的平均值為何？ (A) 10.4 V (B) 8 V (C) 7.2 V (D) 4 V

3.【 】如圖 3所示放大器直流偏壓電路，電晶體β = 99，VBE= 0.7V。若 IB=50μA，VCE= 2.5V，則 RE為多少Ω ？(A) 500

(B) 600 (C) 800 (D) 1000

圖 3 圖 4

4.【 】如圖 4電路，其電晶體β = 75，VBE=0.6V，計算 VO電壓值為？ (A) 7.5 V (B) 0.6 V (C) –0.6 V (D) –7.5 V

5.【 】如圖 5所示，若電晶體β = 100，VBE= 0V，VT= 25mV，試求 VCE= ？ (A) 7.5V (B) –7.5V (C) 2.5V (D) –2.5V

6.【 】承上題，試求輸出阻抗 RO= ？ (A) 2.5kΩ (B) 1.25kΩ (C) 250Ω (D) 25Ω

圖 5 圖 6

7.【 】如圖 6電晶體 hfe= β= 100，hie= rπ= 1.2kΩ，假設基極射極間切入電壓為 0.7V，C1、C2、C3 均可視為無限大，則利

用電晶體近似等效電路所求得之電壓增益（vo/ vs）與下列何者最接近？ (A) –67 (B) –100 (C) –133 (D) –200
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8.【 】如圖 7示之電路，R1 = 20kΩ，R2 = 10kΩ，RC= 1.7kΩ，RE= 1.7kΩ，若電晶體之切入電壓 VBE= 0.6V，熱電壓 VT= 26mV，

β = 199，則電壓增益 vo/ vi約為何？ (A) –130 (B) –1 (C) 1 (D) 130

圖 7 圖 8

9.【 】試以近似解計算圖 8之 Av、Ri、Ro之值（β = 299） (A) Av= –4，Ri= 4.5kΩ，Ro= 4kΩ (B) A= –4，Ri= 55kΩ，Ro= 4kΩ

(C) Av= 4，Ri= 4.5kΩ，Ro= 4kΩ (D) Av= 4，Ri= 55kΩ，Ro= 4kΩ

10.【 】如圖 9所示串級放大器，其中兩顆電晶體的切入電壓 VBE 皆為 0.7 V，熱電壓 VT皆為 25 mV；其總電壓增益 vo/

vi約為何？(A) –66 (B) –2.55 (C) 2.55 (D) 66

圖 9 圖 10

11.【 】如圖 10所示串級放大器，其中兩顆電晶體的切入電壓 VBE 皆為 0.6 V，Q1及 Q2中的 VCE1及 VC2各為何？

(A) 14V、20.4V (B) 20.4V、14V (C) 14V、14V (D) 20.4V、20.4V

12.【 】如圖 11所示之電路，若 Q1及 Q2中，β1 =39，β2 =49，VCC=9V，則 Zi之值約為何？(A) 2MΩ (B) 1MΩ (C) 500kΩ

(D) 1kΩ

圖 11 圖 12

13.【 】承上題，其電流增益為何？(A) 2000 (B) 1000 (C) 500 (D) 250

14.【 】如圖 12所示之MOSFET 電晶體電路，該電晶體之臨界電壓 Vt = 4 V，參數 K = 0.5 mA/V2，電路操作於飽和區

工作點之 ID= 2 mA，則此工作點之 VGS為何？ (A) 8 V (B) 6 V (C) 4 V (D) 2 V
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15.【 】如圖 13所示之MOSFET 電路，MOSFET 之臨界電壓 VT= 2 V，參數 K = 1.5 mA / V2，已選擇適當之 RD使電路

操作於飽和區且 ID=6 mA，則 RG1 應調整為何？ (A) 150 kΩ (B) 200 kΩ (C) 250 kΩ (D) 300 kΩ

圖 13 圖 14

16.【 】如圖 14所示電路，假設電晶體之參數如下：Vt1 = 2V、K1 = 16mA/V2、Vt2 = 2V、K2 = 4mA/V2，若不考慮通道調

變效應，試求 VDS1 之值為何？ (A) 2V (B) 4V (C) 6V (D) 8V

17.【 】如圖 15的電路為 N通道空乏型MOSFET的偏壓電路，設 VDD＝24V、RD＝2kΩ、RG＝10MΩ，MOSFET的

IDSS＝18mA、VP＝－4.5V，則其 VDS電壓為何？ (A) 20V (B) 16V (C) 8V (D) 2V

18.【 】如圖 16所示之增強型MOSFET 電晶體電路，其參數 K = 1 mA/V2，直流汲極電流 ID= 1 mA。若汲極交流電阻

rd忽略不計，則小信號電壓增益 vo/vi 約為何？ (A) –3.33 (B) –5 (C) –6.66 (D) –10

圖 15 圖 16

19.【 】如圖 17所示電路，假設 gm=5mS，若 Vi=0.1sin(377t)V，求其輸出電壓 VO為？(A) −5sin(377t)V (B) 5(377t)V

(C) −0.5sin(377t)V (D) 0.5sin(377t)V

圖 17 圖 18

20.【 】如圖 18所示電路，若MOSFET操作在飽和區且 gm=1mA/V，輸出阻抗 rd=15kΩ，其增益值|vo/ vi|為何？(A) 10

(B) 6 (C) 5 (D) 3
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21.【 】如圖 19所示的MOSFET放大電路，設 Q1、Q2 均工作在飽和區，且其互導分別為 gm1= 1.5mA/V 與 gm2= 0.5mA/V，

在理想狀況下，該電路的電壓增益 vo/vi 約為何？ (A) –250 (B) –200 (C) –125 (D) –100

圖 19

22.【 】如圖 20所示的放大電路，Vt1 = Vt2= 2V、K1 = K2 =1mA/V2，下列敘述何者有誤？ (A) ID= 4 mA (B) VO= 4V

(C) Zi = 333kΩ (D) AV = −8

圖 20 圖 21

23.【 】如圖 21所示的串級放大電路，gm1=gm2=gm3= 2mA/V，下列敘述何者正確？ (A) AV1 = −20 (B) AV2 = −4

(C) AV3 = −0.8 (D) AVT = −320

24.【 】如圖 22為 D-MOSFET自給偏壓電路及特性曲線，Q點為工作點，則 RS應為何？ (A) 1kΩ (B) 750Ω (C) 500Ω

(D) 250Ω

25.【 】承上題，則 RD應為何？ (A) 5kΩ (B) 3kΩ (C) 2.25kΩ (D) 1.5kΩ

圖 22


